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Xiilasa: [sdo arasdirilmisdir ki, p=f(I) corayan asililigi asqarlarin paylanmasinin
qiymatlondirilmasi iigiin tatbiq oluna bilar va geyd edilmisdir ki,bu halda onu yarimkegirici
cihazlarin layihalondirilmasinda nazara almaq zaruridir.
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Muasir mikroelektronika sonayesinds alds edilon yiiksok inteqrasiya soviyyasi, yiksok
stratli vo elementlorarasi birlosmalori misilsiz saviyyads olan cihazlarin yaradilmasina yol
acdl. Yarimkegiri elektronikanin belo suratli inkisafi kristallik qurulusun miitkommaolliyina va
materialin  hocmindo elektro-fiziki xassolorin paylanmasinin  bircinsliliyino taloblorin
koskinlogmasini dikto edir. Boyiik diametrli dislokasiyasiz monokristallarin alinmasindaki1
ciddi prob-lem onlarda istirak edon mikrodefektlorin Olculorinin azaldilmasi zaruratindan
ibaratdir. Cunki onlar integral sxemlorin is¢i xarakteristikalaria shomiyyatli doracads tasir
gostorirlor.  Epitaksial heterostrukturlar osasinda ifrat yiiksok tez-likli ~ sxemlarin
yaradilmasmin real perspektivlori todqiqatgilarda tobagsli quru-luslarm vo  kvantolcull
nanostrukturlarin alnmasi problemlarino maraq yaradir.

Yarimkegirici materiallarin bircinsliliyinin toyini hom onlarin fiziki xassalorinin
tadgiginds, hom do bork cisim elektronikasinin miixtalif oblastla-rinda istifado olunan
coxmogsadli cihazlarin layihalondirilmasinds homise va-cib yer tutmusdur. Digor
yarimkegirici materiallarla bir sirada bu, silisiuma da aiddir. O, dorin fundamental tadgigatlar
Uciin an maraqli material kimi digor materiallar arasinda xiisusi yer tutur vo praktiki totbiglor
tiglin boyiik imkanlara malikdir. Bu isds, donor va akseptor asqarli silisium altliglarin
mikrobarkliyinin va xtsusi migavimetinin foza paylanmasinin tayin edilmasina baxilmigdir.

Elektrofiziki parametrlorino g6ro forglonon silisium altliglarin 3 markas1 todqiq
edilmigdir: 1. xiisusi miiqavimati p=0,01 Om-sm olan ESEC-0,01 tipli n-Si (asqar element
Sb); 2.xdisusi mugavimoti p=0,005 Om-sm olan SDB tipli p-Silisiumun (asqar element B-
bor); 3. p=4 Om-sm olan 16,5 SEF-4 tipli epitak-sial qurulus (asqar element fosfor-P). [1-2]-
do tosvir edilmis vo bizim torafimiz-don islonmis metodika ilo bu althiglar tizorinds Klinlor
(¢op sliflor) alinmis vo onlarm tizorindos xtsusi migavimet(p) olgiilmiisdiir. p-nun dlgtilmasi
hor markadan 5 l6vha Uzorinds aparilmisdir. Sonuncu kimyovi-mexaniki pardaxlan-madan
sonra altliglar xiisusi mexaniki islomadon sonra pozulmus qatin uzaqlas-dirilmasi tiglindiir.

Altliglarin galinligi tizro XUsusi migavimatin paylanmasinin tadgiqi 4-zondlu metodla
aparilmigdir.Sokillordon xtsusi migavimetin laym qalmligindan asililiq ayrilorinin asagidaki
eksperimental xtsusiyyatlori agkarlanmigdir:
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ESEC-0,01 tipli 16vhalords qalinligin(d) 270 mkm-a godor artmasi ilo(hesabat altligdan
apartlir) (sok.1) xdsusi mulgavimat artir, sonra minimumdan kegmoklo d-nin artmasi ilo
boyuylr.Homin nimunalords alinan naticalorin etibarliligini yoxlamagq iigiin lay-lay asindirma
apartlmisdir. Sok.1-do uygun noqtalor x-lorlo gostorilmisdir. Sakildon gorinduyi kimi lay-lay
asindirmada p-nun galmliga goro doyismo xarakteri saxlanilir. Alman noticalordoki bozi
uygunsuzluglar, ¢ox guman ki, asindirilmis laymn galmhigmin 6lgiilmasindoki sshvlo
olagoedardir. s burasindadir ki, laylarm asindirilmasinda 6l¢ii sahvlori 3-5 mkm galinliq iiciin
10% toskil edir. Sonraki agindirmada qalinliq tizra geyri-bircinsliyin vo qalan laymn sathindoki
mikro ayriliklorin tasirindon sohvlor boyuyur. Qeyd edok ki, homin althq tizorinds niimunadon
kegon coroyanin miixtolif giymotlorindo p=f(d) asililigi todqiq edilmisdir. Sok.2-dan
gOrundiyd kimi nimunadan kegon corayan 100 dofo doyisir vo p=f(d) asililiginin xarakteri vo
formasi saxlanilir. Bu o demokdir ki, agkar olunan p=f(d) asililig1 niimunadan kegan carayanla
ola-goli deyildir.
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Sakil 2. XUsusi mugavimatin carayan siddatindan asililig.
Miisahido olunan p=f(I) coroyan asililig1 agqarlarin paylanmasinin giymotlondirilmasi
Ucun totbiq oluna bilor vo bu halda onu yarimkegirici cihazlarin layihalondirilmasinds nozors
almag zoruridir. Bundan basqa, 4-zondlu metodla xisusi muigavimatin Olgulmosinda
eksperimental yolla p=f(I) asiliigini almaq zoruridir vo p(I)=const oblastinda p-nu tayin
etmok lazimdir. Bu, ilkin althqlarin xiisusi miiqavimatlorinin 6l¢lilmosi zamani buraxilan
sohvlori azaltmaga imkan verar. Bu, ham do ona goro vacibdir ki, hom adi, hom do boyuk
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integral sxemlorin hazirlanmasinda miiqavimatlorin vo yararli mohsul ¢ixis1 shomiyyatli
doracads asag diisiir.
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B pabore uccnenoBaHo, 4to 3aBucHUMOCTh Toka p=f(I) MokeT OBITH MpPUMEHEHA JUIs
OLIEHKHU pacupeieseHus J00aBoK, 1 OTMEUEHO, YTO B 3TOM CIIydae HEOOXOMMO YUUTBIBATH €€
IIPU IPOEKTUPOBAHUY MOJIYIIPOBOAHUKOBBIX PHOOPOB.

INVESTIGATION OF THE DISTRIBUTION OF SPECIFIC RESISTANCE
OVER THE THICKNESS OF A SILICON BOARD

Huseynov Rasim Kocari, Tagiyeva Saida Abdulali,
Zarbaliyeva Vusala Sirac, Yusubova Leyla EIman
Summary

In this work, it was studied that the current dependence p=f(I) can be used to evaluate
the distribution of additives, and it is noted that in this case it must be taken into account
when designing semiconductor devices.
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